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Abstract  

Following the scarcity of non-renewable resources such as oil, gas and coal, more research is focused 

on the issue of high energy consumption and society's dependence on fossil fuels. The use of 

renewable energy and the development of microgrids can be necessary to reduce dependence on fossil 

fuels. Photovoltaic systems play a key role in microgrids as a source of renewable energy supply. In 

these systems, the output voltage of the cell is usually much lower than the voltage required by the DC 

bus, and as the output current increases, the amount of this voltage decreases significantly. Therefore, 

the presence of a step-up DC-DC converter with a wide input voltage range is necessary to connect the 

low-voltage cell source and the high-voltage DC bus connected to the inverter. In this paper, a new 

structure is presented for non-insulated DC-DC boost converters based on voltage lift technique. The 

proposed converter has a proper voltage gain at output and an acceptable voltage stress on switch and 

diodes in comparison with recent references. The proposed converter has a switch with easier control 

and high reliability due to the input source common point and the output load of the converter. 

Analysis of the voltage stress as well as selection of suitable elements along with converter analysis in 

continuous mode are performed and calculation validity is confirmed by presented laboratory results. 
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 مقاله پژوهشی
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ی انرژی لانفت، گاز و زغال سنگ، تحقیقات بیشتری بر مسئله مصرف با مانندذیر به دنبال کمیاب شدن منابع تجدیدناپچكیده: 

واند تها میهای تجدیدپذیر و توسعه ریزشبکه. استفاده از انرژیشده استهای فسیلی منعطف و وابستگی جامعه به سوخت

عنوان منبع تامین انرژی های فتوولتائیک به های فسیلی باشد. سیستمامری ضروری جهت کاهش وابستگی به سوخت

ولتاژ خروجی سلول بسیار کمتر از ولتاژ مورد لاً ها، معموها را دارند. در این سیستمتجدیدپذیر نقش بسیار اساسی در ریز شبکه

 رو، حضور یک مبدلیابد. از اینتوجهی کاهش میطور قابلبوده و با افزایش جریان خروجی، میزان این ولتاژ به DC نیاز باس

DC-DC  اتصال بین منبع سلول ولتاژ پایین و باس برایافزاینده با محدوده ولتاژ ورودی گسترده DC ی متصل به لاولتاژ با

غیرایزوله افزاینده ولتاژ بر مبنای روش  DC-DCهای د. در این مقاله یک ساختار جدید در مبدلرساینورتر ضروری به نظر می

یشنهادی در مقایسه با مراجع اخیر دارای بهره ولتاژ مناسب در خروجی و استرس ولتاژ افزایش ولتاژ ارائه شده است. مبدل پ

تر بوده و با توجه به نقطه قابل قبول روی سوئیچ و دیود است. ساختار مبدل دارای یک سوئیچ است که کنترل آن راحت

های لیل استرس ولتاژ و انتخاب المانمشترک منبع ورودی و بار خروجی مبدل قابلیت اطمینان بالایی دارد. تجزیه و تح

مناسب به همراه تحلیل مبدل در حالت مد کاری پیوسته انجام شده و با توجه به نتایج آزمایشگاهی ارائه شده صحت محاسبات 

 شود.تایید می
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 مقدمه -1

 یهاستمیسروو موتورها، س ،یپزشک زاتیتجه ،یترویکامپ یهاستمیبه سرعت در س DC-DCی هاامروزه استفاده از مبدل

 زاتیتجه ی،دیبریه هینقل لی، وساهای ارتباطیسیستم(، PFC) 2توان بیضر حی، تصح(LED) 1کننده نوریی دیود ساطعروشنا

 یانرژ یهاستمیبدون وقفه و س هیمنبع تغذ حمل،قابل  یوترهایمانند تلفن همراه و کامپ یکیالکتر زاتیتجه ،قابل حملی کمک

 کیالکترون یهانوع مبدل نیا [.1] حال گسترش است در( PV) 3کیفتوولتائ یهاستمیسی و سوخت لیپ یهاستمیمانند س سبز

ها به دو دسته گروه از مبدل نیا د.نشویکنترل م کلیدزنی( و فرکانس PWM) 4پالس یپهنا ونیقدرت با استفاده از مدولاس

کامل از ترانسفورماتور پلو  پلمی، نبکفلای مانند زولهیا DC-DCی هاشوند. در ساختار مبدلیم یبندطبقه زولهیاریو غ زولهیا

 ریپذنتعداد دور ترانسفورماتور امکا رییولتاژ با تغ رییو تغ شودمیولتاژ بالا دستیابی به به  که منجرشود یفرکانس بالا استفاده م

بالا و تلفات قابل توجه به  کلیدزنیها منجر به ولتاژ متیبر بالا بردن ق الا علاوهفرکانس ب یحال، ترانسفورماتورها نی. با ااست

شود که یاستفاده م یاتلافریاسنابر غ یمشکل، از مدارها نیکاهش ا ی[. برا2د ]نشویترانسفورماتور م یاندوکتانس نشت لیدل

مانند  زولهیاریغ DC-DCی هاساختار مبدل در[. 3کند ]یم دهیچیکنترل را پ ندیداده و فرآ شیها را افزامبدل ازهو اند متیق

 یترنییپا متیق لذاوجود ندارد  ییبالا ترانسفورماتور فرکانس گونهچیه کیسپ یهاو مبدل کاک بوست،-باک، بوست، باک

مبدل  زوله،یاریغ DC-DCی هامبدل انیم در. [4]هستند  یکمتر و راندمان بالاتر کلیدزنیتلفات  یدارا جهیدر نت .دارند

در برابر اضافه ولتاژ و  کلیدتر، حفاظت کوچک لتریاندازه ف ،یسلف در ورود میبهره ولتاژ بالا، اتصال مستق لیبه دل ندهیافزا

بالاتر  توان یراندمان و چگال بالاتر، ی(، استرس توان کمتر در عناصر، نسبت پاسخ گذراEMI) 5یسیتداخل الکترومغناط

 یدیخورش یانرژ یهاستمی[ و س6] یدیبریه یخودروها یکمک زاتیتجه[ 4،5یی ]روشنا یهاستمیدر س یادیز یکاربردها

 یهامبدل یبرا یدیجد ی، ساختارها[10[ و ]9های ]مرجع در .دارند PV یهاستمیو س یسوخت لیپ یهاستمی[ مانند س7]

اما در ولتاژ  ابدییم شیافزا یبهره ولتاژ به درست ،وشر نیارائه شده است. اگرچه با استفاده از ا زولهیاریغ DC-DC کنندهتیتقو

[ 11] مرجع درروش  نی. اودشیتر مدهیچیکنترل آن پ ستمیس یو طراح افتهی شیافزا دهایبالاتر، تعداد عناصر و تنش ولتاژ کل

بهره  بیضر شیفزاجهت ا جیتزو یهااز سلف [13[ و ]12های ]مرجع است. در افتهیها توسعه کلیدکاهش تنش ولتاژ  یبرا

داد. مشکل موجود  شیها بهره ولتاژ و راندمان را افزاچیپمیتعداد دور س رییتوان با تغیروش م نیولتاژ استفاده شده است. در ا

 شوند دریمتصل م یصورت سرکه به زولهیاریغ DC-DCی هامبدل .]14[است  یورود انیجر پلیر یشروش افزا نیدر ا

 یهاکلیدبه ولتاژ بالا و راندمان بالا با استفاده از حداقل تعداد  یابیروش دست نیارائه شده و هدف از ا [16[ و ]15] هایمرجع

اندازه بزرگ  ،کلیدزنی دهیچی. کنترل پشودیاستفاده م ریپذدیتجد یهایدر انرژ یکاربرد یهابرنامه یبرا روش نی. ااستفعال 

 روش در [.17] شودیاستفاده م یهادمهیو عناصر ن دهایاز کل ،اهش استرس بالاک یهستند. برا روش نیا بیبالا از معا متیو ق

 در روش نی. ااستاستفاده از خازن  یمبنا برروش  نیشود و اساس ای، از حداقل تعداد سلف استفاده م]18[ یخازن چیسوئ

تعداد  شیافزا لیدهد اما به دلیرا ارائه م ییبهره ولتاژ و راندمان بالا روش نیاست. اگرچه استفاده از ا افتهی[ توسعه 19] مرجع

شده  یمعرف )VL( 6ولتاژ شیافزا روش[، 20] مرجع در .است افتهی شیافزا یطور قابل توجهبه انیجر پلیها رها و خازنکلید

 یاربردک هایاز روش گرید یکیولتاژ،  شیتوسعه داده شده است. روش افزا زین[ 22[ و ]21های ]مرجعدر  روش نیاست. ا

شارژ  یمبنا روش بر نی. اشودیاستفاده م یسطح ولتاژ خروج شیمنظور افزابه dc-dc هایلدر مبد ایطور گستردهاست که به

ای که با شارژ گونهها است، بهوسیله سلفبه یولتاژ خروج شی( و سپس افزای)به عنوان مثال ولتاژ ورود یخازن تا ولتاژ مشخص

توان سطح ولتاژ یمی اضاف یهابا استفاده از خازن کار نیبا تکرار ا یابد.ن ولتاژ در خروجی افزایش میو دشارژ شدن سلف و خاز

شده  ی( معرف7لئو VL هایلئو )مبدل یتوسط آقا ندهیافزا dc-dc هایاز مبدل یاری. بسدست آوردمبدل را به یخروجباتری در 

 .تکار گرفته شده اسو چوک به کسپی زتا، مثل هااز مبدل یتعداد یبرا افزایش ولتاژروش  واست 

 یدارا یشنهادیشده است. مبدل پ شنهادیپ دیجد کلیدکننده بدون ترانسفورماتور تک تیتقو dc-dcمبدل  کیمقاله  نیدر ا

است. در  کم یورود انیمشترک و جر نیزم رسانا،مهین هایالمان یرو بر نییبالا، تنش ولتاژ پا ولتاژ بهرههایی مانند مزیت

ی به همراه تحلیل حالت شنهادیپ dc-dcل عملکرد مبدل ودر بخش دوم، ساختار و اص .شرح استادامه ساختار مقاله به این 

محاسبات مربوط به بهره ولتاژ خروجی در بخش سوم و مقایسه مبدل پیشنهادی با سایر  ارائه شده است. کاری پیوسته
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ها آورده شده است. در ست. در بخش پنجم تحلیل استرس ولتاژ و جریان المانهای اخیر در بخش چهارم بیان شده امبدل

بخش ششم محاسبات مربوط به انتخاب عناصر مبدل ارائه شده و در بخش هفتم نتایج آزمایشگاهی مبدل جهت تایید 

 گیری و پیشنهادات بیان شده است.محاسبات تئوری آمده است. در بخش هشتم نتیجه

 

 یشنهادیدل پمب یكربندیپ -2

، سه 3D، و 1D ،2D ودی(، سه دSماسفت ) دیکل کیمبدل از  نینشان داده شده است. ا (1) در شکل یشنهادیمبدل پ ساختار

مبدل  نیاست. در ا یبار مقاومت کیدهنده نشان Rشده است و  لیتشک oCو  1C ،2C ،3C ،4C، پنج خازن 3Lو  1L ،2Lسلف 

 است. افتهیقدرت کاهش  کلید یو تنش ولتاژ رو افتهی شیافزا یبهره ولتاژ خروج

 

 کلیدزنی تیوضع لیو تحل هیتجز -2-1

 یکار در مد کلیدزنیتوان به دو حالت یرا م یشنهادیعملکرد مبدل پ ،یهاد-مهین هایمختلف المان یهاتوجه به حالت با

 بیترتبه Liو Ci نیخازن و سلف و همچن یهاولتاژ بیترتبه Lvو  Cv ،یدوولتاژ ور inVکرد که به اختصار  میتقس پیوسته

 شوند:در نظر گرفته می ریزهای فرض ل،یو تحل هیدر تجز سهولت ی. براهستندخازن و سلف  هایانیجر

 آل هستند.دهیا ودهایو د دیکل -

 ها برابر با صفر است.ها و خازنمعادل سلف یسر یهامقاومت -

 گ هستند.بزر یها به اندازه کافها و سلفخازن -

 

 کلیدزنیحالت اول  -2-2

در  ودیسه د ،حالت نیروشن شود. در ا دیقدرت بالا باشد و کل دیکل gsV تیافتد که ولتاژ گ یاتفاق م یزمان کلیدزنیحالت  نیا

الف( -2شکل )هستند.  دشارژدر حال  oCدر حال شارژ و  2Cو  1C ،دشارژدر حال  4Cو  3C، سه سلف در حال شارژ، حالت قطع

( در مدار KCL) انی( و قانون جرKVLدهد. با اعمال قانون ولتاژ )ینشان م نگیچیحالت سوئ نیا یرا برا انیجر یرهایمس

 کرد.را استخراج ( 8( الی )1)توان روابط یم ،معادل نشان داده شده

L1 inV V                                     )1( 

L2 C3 C1V V V                           )2(

L3 C3 C4 C2 C1V V V V V                           )3(

C1 L2 L3i I I                           )4(

C2 L3i I                          )5(

C3 L2 L3i I I                           )6(

C4 L3i I                          )7(

C0 0i I                           )8( 

Load(R)

Vin

+ VL1 -

L1

S

L2

- 

VL2

 +

D1

+ VD1 -
Co

+
 V

C
o
 -

+
 V

o
 -

D2
C1

C4

- VC4 +

+
 V

C
1
 -

+
 V

D
2
 -

C2

- VC2 +

L3
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Do

+ VDo -

C3

+
 V
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 -

 
 یشنهادی: ساختار مبدل پ(1) شكل

Figure (1): Proposed converter structure 
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 کلیدزنیحالت دوم  -2-3

سته   ،وصتل  حالتت در  ودیت سته د  ،حالتت  نیخاموش شود. در ا دیکم باشد و کل gsVافتد که یاتفاق م یزمان کلیدزنیحالت  نیا

 یرهایمست  ب(-2) در حتال شتارژ هستتند. شتکل     oCو  دشتارژ در حتال   2Cو  1Cدر حال شارژ،  4Cو  3C ،دشارژسلف در حال 

تتوان  یمدار معادل نشان داده شتده مت   یرو KCLو  KVL نی. با اعمال قواندهدیم اننش نگیچیحالت سوئ نیا یرا برا انیجر

 کرد.را استخراج ( 14( الی )9) روابط

L1 in C3V V V                           )9(

L2 C1 C4V V V                                     )10( 

L3 C2V V                                    )11(

C1 C2 L3 C4 L2i i I i I                                     )12( 

C3 L1 C1 L2 C4i I i I i                                     )13(

C0 C2 L3 0i i I I                                    )14( 

 

 بهره ولتاژ خروجی -3
 توانیم ها در دو حالت کلیدزنیولتاژ سلفو با استفاده از معادلات  3Lو  1L ،2L یهاسلف یولتاژ بر روقانون با اعمال اصل دوم 

 آید.میدست ( نیز بهCCMM) 8که بهره ولتاژ خروجی در حالت پیوسته ددست آوره( را ب19)الی  (15)های معادله
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 دهنیافزا یهامبدل گریبا د یشنهادیساختار پ سهیمقا -4

تنش ولتاژ در  ک،یشده است. بهره ولتاژ استات سهیمقا زولهیاریدهنده غ شیافزا یهامبدل ریبا سا یشنهادیبخش مبدل پ نیا در

مبتدل   التف( -3) خلاصته شتده استت. بتا توجته بته شتکل        (1) ها در جتدول مبدل نیا یو شمارش اجزا یهادمهین یهاالمان

در  [12] دهد. اگر چه مبتدل مرجتع  یرا ارائه م یبالاتر بهره ولتاژ بهتر یهاچرخه کارها در لمبد گریبا د سهیدر مقا یشنهادیپ

، ستاختار  پ(-3ب( و )-3ی )هتا دارد، اما بتا توجته بته شتکل     یشنهادینسبت به مبدل پ یبالاتر بهره ولتاژ بهتر یهاچرخه کار

مبتدل   شتود. یمت  تتر قطعتات  یو عمتر طتولان   کاهش تلفات باعثدارد که  کلیدو  ودید یبر رو یولتاژ کمتر ساستری شنهادیپ

[ مبدل دارای 25[ و ]24های ]های چرخه کاری دارد. در مرجع[ بهره ولتاژ بالاتری در تمام بازه11پیشنهادی نسبت به مرجع ]

 تتر استت  ها شده و کنترل آنهتا بته مراتتب پیچیتده    دو سوئیچ است که این موضوع باعث افزایش استرس ولتاژ سوئیچ در مبدل

 نسبت به مبدل پیشنهادی که دارای یک سوئیچ است.

 

 هاالمان انیاسترس ولتاژ و جر لیو تحل هیتجز -5
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ای که در هر حالت کلیدزنی، وقتی که گونهها در حالت وصل باشند. بهافتد که آناسترس جریان سوئیچ و دیود زمانی اتفاق می

شود. همچنین استرس عنوان معادله استرس جریان المان شناخته میبه المان در حالت وصل باشد، معادله جریان عبوری از آن

ای که در هر حالت کلیدزنی، وقتی که سوئیچ گونهها در حالت قطع باشند. بهشود که آنولتاژ سوئیچ و دیود زمانی محاسبه می

 آید.دست میلتاژ بهیا دیود در حالت قطع باشند، معادله ولتاژ دو سر آن المان به عنوان معادله استرس و
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 کلیدزنی )ب( حالت دوم

  یشنهادیمعادل مبدل پ یمدارها (:2) شكل
Figure (2): Proposed converter equivalent circuit, a) First state of switching, b) Second state of switching 

 

Table (1): Comparison of proposed converter with other references 

 مقایسه مبدل پیشنهادی با دیگر منابع(: 1جدول )

 منابع

 تعداد المان ها

 بهره ولتاژ
استرس ولتاژ 

 سوئیچ

 استرس ولتاژ

 دیود
 راندمان
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ن
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 یسه استرس ولتاژ دیود)ب( نمودار مقا   )الف( نمودار مقایسه بهره ولتاژ خروجی

 
 )ج( نمودار مقایسه استرس ولتاژ کلید

 (: بهره ولتاژ خروجی و استرس ولتاژ3شكل )
Figure (3): Output voltage gain and voltage stress, a) Compared output voltage gain, b) Compared diode voltage stress, c) Compared switch 

voltage stress 
 

، حداکثر الف(-2) توجه به شکل با( و 20) حالت مطابق با رابطه نیدر ا تک کلید، حداکثر ولتاژ دو سر ب(-2) وجه به شکلت با

 .دینآیدست مهب (21) حالت مطابق با رابطه نیدر ا شماره یک ودیولتاژ دو سر د
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 و انتخاب اجزاء یملاحظات طراحمحاسبات تلفات و  -6

را  ازین مورد یهامقادیر سلفشناخته شده باشند. حداقل  3LiΔو  1LiΔ ،2LiΔها با ریپل جریان سلفحداکثر  نکهیبا فرض ا

 ( تعیین کرد.26( الی )24های )رابطه توان با استفاده ازیم
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را  ازین مورد هایظرفیت خازنشناخته شده باشند. حداقل  3CVΔو  1CVΔ ،2CVΔها با ولتاژ خازن پلیحداکثر ر نکهیبا فرض ا

 کرد. نییتع( 31( الی )27های )رابطه ا استفاده ازتوان بیم

o
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طور کلی، تلفات مبدل به نوع و گذارد. بهطور قابل توجهی بر عملکرد مبدل تأثیر میت یکی از مهمترین عواملی است که بهتلفا

و  شوددست آوردن راندمان مبدل پیشنهادی، بررسی تلفات در این بخش انجام میتعداد عناصر بستگی دارد. بنابراین برای به

(، 32ها از رابطه )( قرار داده شده است. تلفات توان سلف1پیشنهادی در جدول شماره ) مقایسه مقادیر راندمان خروجی مبدل

 آیند.دست می( به35ها از رابطه )( و تلفات توان سوئیچ34ها از رابطه )(، تلفات خازن33تلفات دیودها از رابطه )
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 آید.دست می( به37( و )36های )لذا تلفات کل مبدل و راندمان از رابطه
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P
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P P
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 یشگاهیآزما جینتا -7

( و 4مطابق با شکل )کوچک کیلووات  6/1ی شگاهیآزما هینمونه اول کی ،یشنهادیمبدل پ ینظر لیتحل یمنظور اعتبارسنجبه

ولتاژ استفاده شده است.  TMS320f28335ضمنا از میکروکنترلر مدل آن ارائه شده است.  جیساخته شد که نتا( 2جدول )

شود. مدار یکنترل م کروکنترلریم کیشود و مبدل توسط یداده م میقابل تنظ dc هیمنبع تغذ کیه مبدل توسط ب یورود

 هیمورد استفاده در نمونه اول یهاها و خازنسلف ریساخته شده است. مقاد یشاتک یودهایو د ماسفتبا استفاده از  هیتغذ

 4Cو  3Cهای میکروفاراد، خازن 40برابر  2Cو  1Cهای میکروهانری، خازن 250برابر  3Lو  1L ،2Lهای اندوکتانس افتهیتوسعه 

 100اهم و فرکانس کلیدزنی برابر  100برابر  Rمیکروفاراد است. همچنین مقاومت  240برابر  oCمیکروفاراد و خازن  220برابر 

 نیاست. بر ا7/0برابر  Dی چرخه کارلت و و 50برابر  inVولتاژ  بخش نیدر ا یبررسبرای مطالعه کیلوهرتز است. سیستم مورد 

نشان داده شده در  یشگاهیآزما جیبا نتا کاملاًکه آمپر است  32برابر  1LIآمپر و  4برابر  3LIو  oI ،2LIها سلف انیاساس، جر

 3CVولت و  7/611تقریبا برابر  4CVو  1CV ،2CVها ، ولتاژ خازن(18( الی )15) با توجه به معادلات مطابقت دارد.( 5) شکل

شکل موج  مطابقت دارد. (4) در شکل یشگاهیآزما جیکه کاملاً با نتاولت است  400تقریبا برابر  Voولت و  7/166تقریبا برابر 

( است. همچنین شکل موج ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی 6عملی ولتاژ و جریان سوئیچ و ولتاژ دو سر دیودها به صورت شکل )

 5ولت و هر قسمت زمان  100( نشان داده شده است. در نتایج آزمایشگاهی هر قسمت ولتاژ 7)مبدل پیشنهادی در شکل 

 میکروثانیه است.
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Table (2): Experimental converter characteristics  

 مشخصات مبدل آزمایشگاهی (:2جدول )

 پارامتر مقدار سمبل واحد

 مقاومت RL 100 اهم

rL 008/0 اهم  

 اندوکتانس

کروهانریمی  L1,2,3 500 

rL 004/0 اهم  

 L2 250 میکروهانری

 L3 250 میکروهانری

- K 0/00551 

 هسته

- α 23/1  

- β 12/2  

tefW سانتیمتر مربع  30 

acB تسلا  0545/0  

C1,2r اهم  015/0  

هاخازن  

ارادمیکروف  
1,2C  40 

 اهم
C3,4r  042/0  

3,4C میکروفاراد  220 

 اهم
Cor  04/0  

 میکروفاراد
oC  240 

- - Type MUR1560  
 اهم دیود

Dr  01/0  

 ولت
F,DV  2/1  

- - Type IRFP064  

 کلید

 نانوثانیه
f nt t  190 

DS اهم anr   009/0  

di آمپر بر میکروثانیه
dt

 100 

Qrr 9/0 میکرو کولن  

رادپیکوفا  Cass 3200 

 

 
 نمونه آزمایشگاهی مبدل پیشنهادی :(4) شكل

Figure (4): Experimental picture of proposed converter 
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 4C)ح( ولتاژ خازن 

 (: نتایج آزمایشگاهی5شكل )
Figure (5): Experimental results, a) Inductor current L1, b) Inductor current L2, c) Inductor current L3, d) Capacitor current C1, e) Capacitor 

current C2, f) Capacitor current C3, f) Capacitor current C4 
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Time: 5mic s / div

 

iS [20 A/div]
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VD3 [100V/div]
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 )ه( ولتاژ دیود سه   )د( ولتاژ دیود دو   )ج( ولتاژ دیود یک
 (: نتایج آزمایشگاهی موج ولتاژ و جریان سوئیچ و ولتاژ دو سر دیودها6شكل )

Figure (6): Experimental results of the voltage and current wave of the switch and the voltage of the two ends of the diodes, a) Switch 

voltage, b) Voltage switch, c) Voltage of diode 1, d) Voltage of diode 2, e) Voltage of diode 3 
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 )ب( ولتاژ ورودی    )الف( ولتاژ خروجی

 ج ولتاژ ورودی و خروجی(: مو7شكل )
Figure (7): Input and output voltage waveform, a) Output voltage waveform, b) Input voltage waveform 

 

 گیرینتیجه -8

 یاریبست  یایت مزا یدارا یشنهادیارائه شده است. مبدل پ کپارچهیبا شبکه  دیجد چیتک سوئ DC-DC مبدل کیمقاله،  نیدر ا

بین منبع ورودی مشترک  نیزم ،یهادمهین یهاالمان یبر رو نییتنش ولتاژ پا ،یسیمغناط نگیبدون کوپل ولتاژ بالامانند بهره 

حالتت   لیت و تحل هیت کنتد. تجز یم لیتبد کاربردهای مختلف یبرا یعال گزینه کیرا به  مبدلها یژگیو نی. او بار خروجی است

 یهتا مبتدل از  گتر یدتعتدادی  بتا   یشتنهاد یمورد بحتث قترار گرفتت. مبتدل پ     یشنهادیمبدل پ و مد کاری پیوسته برای داریپا

 ازیت و امت شتده  سهیمشخصات مقا ریاجزا و سا عدادت رسانا،-مهین هایالمان یدر رابطه با بهره ولتاژ، تنش ولتاژ رو دهندهشیافزا

 یتوپولتوژ  یولتت بترا   400 خروجتی  یته آزمایشتگاهی بتا ولتتاژ    نمونته اول  کیت  ت،ی. در نهاشودیم هیتوج یشنهادیپ یتوپولوژ

 گردید. دییتأ یتجرب جیبا نتا ینظر لیو تحل هیساخته شد و تجز یشنهادیپ

 

 سپاسگزاری

دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه این مقاله مستخرج از پژوهش تحقیقاتی است. نویسندگان بر خود لازم می

 .اند، اعلام نمایندمقاله یاری نموده کیفی این محترم که ما را در انجام و ارتقایپژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و داوران 
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